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１．概要（Summary） 

有機膜を塗布したSiウエハーを加熱し、発生したアウト

ガス成分の分析を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

昇温脱離ガス分析装置（ダイナミック型） 

【実験方法】 

１． Si ウエハーに有機膜を塗布した。 

２． サンプルを 200-300 ℃に加熱し、昇温脱離ガス分

析装置を用いてアウトガス成分の分析を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

サンプル Aの TDS分析の結果を示す。 

 

Fig. 1. TDS analysis result of 

sample A(200 ℃ x 300 sec) 

Table 1. Out gas amounts of each peaks for 

sample A 

ピーク No. 
200℃×300sec 

面積 定量値 

1 114,207,267 1,200ng/g 

2 2,717,558 28ng/g 

3 1,405,870 14ng/g 

4 4,953,012 51ng/g 

5 1,281,250 12ng/g 

サンプル A を 200 ℃/300 秒の加熱条件で分析したとこ

ろ、5本のピークが得られた(Fig. 1)。No.１のピークは、残

存溶媒であることが明らかとなり、No.2-5は有機物の分解

物であった。Table 1はその定量結果である。 

以下にサンプル Cの TDS分析の結果を示す。 

 

Fig. 2. TDS analysis result of  

sample C(300oC x 300sec) 

Table 2. Out gas amounts of each peaks for 

sample C 

ピーク No. 
200℃×300 sec 

面積 定量値 

1 2083164 20 ng/g 

2 4417109 42 ng/g 

サンプル C を 300 ℃/300 秒の加熱条件で分析したとこ

ろ、2 本のピークが得られた(Fig. 2)。No.１、No.2 は有機

膜の分解物であった。Table 2は、その定量結果である。 

以上の結果から、加熱工程中に発生するアウトガス成

分量は、Sample A ＞ Sample Cであった。 
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